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１．概要（Summary） 

窒化ガリウム(GaN)半導体にドープされた希土類元素

は、線幅の狭い安定した高輝度発光を示す[1]ため、室温

動作する単一光子源への応用が期待できるが、発光レー

トの改善が課題となる。そこで本研究では、フォトニック結

晶との光学カップリングにより希土類の発光レートを向上

させ、室温での単一希土類からの発光観測の達成を目指

している。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 プラズマ CVD 装置、 125kV 電子ビーム描画装置、多

目的ドライエッチング装置、 ICP 原子層エッチング装置 

【実験方法】 

シリコン (Si)基板上 GaN (300 mt) に SiO2 ハード

マスクを約 100 nm 積層し、125kV 電子ビーム描画装

置を用いて形成したフォトニック結晶構造パターンを多目

的ドライエッチング装置（CHF3, 3.0 Pa, 100 W, 5 分）に

よって SiO2 層に転写した。その後、ICP 原子層エッチン

グ装置（BCl3:Cl2=1:4, 0.5 Pa, 50 W, 3 分）によって 

GaN にパターンを転写し、さらに多目的ドライエッチング

装置（SF6, 5.0 Pa, 50 W, 15 分）によってフォトニック結晶

構造下部の Si 基板をエッチングし、エアギャップ構造を

形成した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した GaN フォトニック結晶 L3 型共振器の電子

顕微鏡(SEM)像を Fig. 1 に示す。三角格子状に配列し

たホールの直径および間隔は、光学シミュレーションによ

り所望の波長に共振するように設計した。その結果、ホー

ルが設計値よりもやや小さくなったことや、ストレート状で

はなくテーパー状となっていたことから、エッチング条件等

の最適化が必要であることがわかった。今後、作製条件を

見直すとともに、L3 共振器と希土類の光学カップリング

評価を進める。 
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Fig. 1 A representative SEM image of photonic 
crystal L3 cavity in GaN. 


